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850V-110A N-CHANNEL MOSFET TEKNiK SARTNAMESI

Mosfet N-Kanal olmalidir.
Drain-Source gerilimi en az 850V olmalidir.
Drain akimi en az 110A olmalidir.

Drain-Source direnci 33m£2 veya daha diisiik olmalidir.
Mosfet paketi SOT-227 kilifa sahip olmalidir.




LAUNCHPAD TMS320F2837XD/2837XS TEKNIiK SARTNAMESI

IR

En az 2 adet 32 Bit islemci(CPU)’ye sahip olmalidir.

En az 200Mhz ¢aligma frekansina sahip olmalidir.

En az 4 adet Seri Haberlesme(UART) kanalina sahip olmalidir.

En az 24 kanal Darbe Genlik Modiilasyonu(PWM) kanalina sahip olmalidir.

En az 6 adet Gelismis Yakalama(eCAP) modiiliine sahip olmalidir.

Belirtilen 6zelliklerdeki MCU, baglant1 pinleri bulunan bir gelistirme karti iizerinde yer
almalidir.
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151X200X85 ALUMINYUM COK KANALLI MOSFET SOGUTUCU TEKNIK
SARTNAMESI

1. Sogutucu 6lgiileri 200cm uzunluk, 85cm genislik ve 15em yiikseklige sahip olmalidir.
2. Sogutucu ¢ok kanall olmalidir.




